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Ejemplos: Ejemplos: Efecto de reflexiones en la cara posterior 
del substrato sobre las mediciones elipsomètricas.

• Óxido de indio estaño (ITO) sobre vidrio
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Ajustes para tres Ajustes para tres áángulos de incidenciangulos de incidencia
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ParParáámetros de ajuste y conductividad elmetros de ajuste y conductividad elééctricactrica
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PelPelíículas compuestas culas compuestas CoCo--SiOSiO22
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Infrarrojo: SiO2 sobre Si
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FormaciFormacióón de partn de partíículas de culas de NiONiO en en SiOSiO2
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Transformación de partículas de NiO en 
partículas de Ni. 
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Oxidación de NíquelOxidación de Níquel
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SumarioSumario

El análisis de datos ópticos sobre un intervalo 
amplio de longitudes de onda permite determinar 
diferentes parámetros ópticos y microestructurales 
de la muestra.

Con lo anterior es posible estudiar el efecto de las 
variables del procesamiento sobre las cantidades 
de interés.



Incorporación de diferentes Incorporación de diferentes 
especies en los poros del especies en los poros del SiOSiO22
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